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Проект изобретения относится к области тепло техники, оптоэлектронной техники и может быть использовано для получение, больших стабилизированной электрических полет. Как известно человеческое тело чтобы сохранить постоянство температуры человека ежесекундно излучают определенное количество теплоты. По средством теплоты человеческого тело можно получить электрическое поле. Используя такого электрического поля можно разработать индивидуальные, автономно работающие и микро миниатюрные оптоэлектронные приборы бытового и технического назначения. Работа тепло преобразователя (Термопреобразователя) основана на использовании термоэлектрических, фотоэлектрических явлений. Электронная теория металлов (полупроводников) объясняет образование термоэлектрические Э.Д.С при нагреве спая двух различных металлов или полупроводников изменением концентрации свободных электронов вследствие разности температур: электроны из более нагретых участков перемещаются к менее нагретым. Согласно этой теории величина термо-Э.Д.С 
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NA и NB - число свободных электронов в см3 материалов, из которых составлен термоэлемент; Т1 , Т2 – температуры спаев (контактов).
При малых разностях температуры спаев можно считать, что 
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 - коэффициент, характеризующий свойство спаев двух материалов и называется коэффициентом термо Э.Д.С мкВ/град. Два спаянных разнородных полупроводников (металлов) образуют термоэлемент (или термопара). Направление тока в термоэлементе зависит от соченания материаллов, образующих ее. Принято считать более положительным тот материал, по направлению к которому идет ток в нагретом слое. Для получения максимального К.П.Д термоэлемента необходимо:

1) Высокую термо Э.Д.С 
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 (для образования в цепи термоэлемента максимального напряжения); 
2) Большую электро продовность 
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 (для уменьшения потерь);

3) Малую теплопроводность 
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 (для сохранения максимальную ровности температур между холодным и горячим спаями)

4) Помощью выше перечисленных параметров определяется эффективность термоэлемента;
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Если, 
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 Тогда эффективность термоэлемента определяется, формулой 
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С развитием микроэлектроники широко используются элементы, рассеивающие значительно меньшие мощности, порядка милливатт, микроватт и нановатт. В связи с этим разработана технология [1,2] вакуумного испарения различних тонкопленочных термоэлементов с хорошими характеристиками. Удельная теплопроводность этих элементов значительно меньше, в то время как термо. Э.Д.С больше известных эффективных элементов а удельное электрическое сопротивление сравнимо меньше чем других. Тонкие пленки этих материаллов наносились путем испарения  в вакууме при давлении порядка 
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 мм.рт.ст. из танталовых лодочек на хорошо очищенную стеклянную подложку. Тщательная регулировка условий напыления последующий отжиг дали возможность получить тонкие пленки типов n и р с хорошими термоэлектрическими свойствами. На основе разработанной технологии были изготовлены тонкопленочные термоэлектрические элементы для теплопреобразователя. В качестве подложки использовано тонкопленочное стекло (или слюда) с толщиной порядка 20-25 мкм. Ценность материалов, применяемих при конструктировании теплопреобразователя, основанных на использовании термоэлектрического эффекта, определяется величиной эффективности 
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 . Соединения теллура и селена с различными металлами (например. селениди, теллуриды), обладая почти металлической электропроводимостью дают еще сравнительно высокую термо. Э.Д.С.
При изготовлении термопреобразователя подложки из тонкорасщепленная слюда или пленочное стекло тщательно отбираются, нарезаются и предварительно обезгаживаются, покрывают по краям серебрянными контактами. Тонкопленочные термоэлементы преобразователя можно наносить одновременно или последовательно. Одновременное нанесение элементов пригодно, когда температуры испарение материаллов преобразователя близки друг к другу. Готовые термопреобразователи покрываются каким-либо защитным лаком.
Для реализации предлагаемого устройства кроме термоэлемента нужна АФН-элемент представляющего собой специальную АФН-структуры, обладающую АФН-эффектом. [1]. При освешении неоднородного полупроводника может возникать аномально высоких фотонапряжений (АФН-эффект), превищающих ширину запрещенной зоны соответствующего полупроводника. Эффект объясняются сложением элементарных фото напряжений при последовательном включении рядя барьеров (или диф микро областей). Этот эффект наблюдается и в квазимонокристаллических, и в полукристаллических и в аморфных неоднородных структурах различных полупроводников и диэлектриков. Для всех АФН-структур спецыфиген, высокоомность, неоднородность, оптикоанизатропность, супер многослойность, высоко аномальность фотовольтаических свойств. В тонкопленочных структурах АФН-элементов наблюдается поверхностно неоднородной поглощения света, связанной неоднородным освещением поверхности пленки.

Для предлагаемое устройства АФН-структура изготавливаются в виде тонкой пленки. Технологический режим получения АФН-пленки зависит от большого числа параметров, таких как температура испарителя и подложки, угол напыления, толщина пленки, состав и давления остаточных газов в вакуумной камере, условия термической обработки пленок после напыления. Отметим, что АФН-пленки получаются только косом напылении на подложку. Между испарителем и подложками в вакуумной камере было установлена шторка, перемещаемая с помощью электромагнитного привода параллельно поверхности источника. Изменяя скорость перемещения шторки и наклоы подложки по отношению К оси молекулярного пучка, можно было не зависимо управлять угловой анизатропией напыления и градиентом толщины пленок, получая, в частности, пленки постоянной тольщины. При анизатропном напыление осуществляется оптикоанизатропность поверхности пленки, которое необходимо неоднородной освещаемости поверхностной области пленки. В связи с этим наблюдается поверхностно неоднородная поглощения света, которое обеспечивают наблюдению АФН-эффекта [2]. Для реялизации предлогаемой нами устройства кроме основных элементов( термо и АФН элементы) нужна и ещё вспомагательные элементы. Так как устройства действует по оптоэлектронному принципу, в блок схеме преобразователя действует тепловой блок электрически связанные блоки и основной оптический блок работающий по средством фотонного контура (канал). Тепловой блок состоит из источника тепла, теплопроводящае среда (теплоноситель) высокой тепло проводимости, и высокочувствительний термоэлемент (термобатарея). Термоэлемент и светодиод составляет электрический контур. На этом электрическом контуре в качестве вспомогательного элемента используется согласующего звено (при необходимости) Оптический блок устройства представляет собой элементарный оптрон, состоящий из светодиода, световодам АФН-элемента (приемник ОИ), между которыми имеется оптический связь (посредством фотона), обеспечивающая электрическую изоляцию между элементами оптоэлектронного устройства. 

На фигуре представлена принципиальная блок схема оптоэлектронного теплопреобразователя.


ИТ-источник тепла (человеческое тело )
1-теплоноситель 

ТЭ-термоэлемент 

СД-светоизлучающий диод

2-световод

АФН-фотоприемник генераторного типа

ИРУ-испольнительное робочая устройства

3,4 - сответсвующие вспомогательные (согласующие) элементы электрических контуров устройства.

Использование для собственной нужды тепла человечестого тела очень актуальная задача. Один из вариантов решения этой задачи предложено в данной работе. 

Устройство работает следующим образом.

Из источника тепла (ИТ) посредством теплоносителя (1) тепловой поток поступает на термоэлемент (ТЕ). На термоэлементы возникает термоток. Термоток через электрический контур согласующего звено (3), проходить и через светоизлучающий диод (СД). Светоизлучающий диод представляет собой световой генератор с электрическим питанием. В светодиоде (СД) электрическая энергия термотока превращается на энергию светового потока. Световой поток по средством световода (4) поступает на фотоприёмнику генераторного типа (АФН). Фотоприёмник АФН является электрический генератор со световым питанием. При освещении АФН фотоприёмник генерирует аномально высокое фото напряжение. Такие ФП изготавливается из оптико-анизатропного полупроводникового материала. Для про мыщленной реализации проекта можно использовать тонкопленочную вакуумную технологию. Эпитаксиальное выращивание тонкоплёночных структур это одностадийный, полностью автоматический процесс. Аномально высокое фото напряжение через электрических цель вспомогательных элементов (4) поступает на испольнительное рабочое устройство (ИРУ).
Известен оптоэлектронное устройства для получения электрического поля [3,4], действующие на основе внещнего источника электрического питания. Основным недостатком устройства в цепях ИС и ФП участвует источник электрического питания. Кроме того подобный устройства действующие на основе внещнего электрического питания ИС предложена в работах [5-6], и однако в этих устройствах также энергонезавысимость не обеспечено. Устройства не может работать автономно.
В работе [7] предлогается оптоэлектронная гелиотехническое устройства для получения электрического поля. В этом устройтве основной источник питания является энергия солнечного излучения. Основной недостаткам предлогаемого гелиотехнического устройства является, что устройства предназначено для солнечного дневного использования.

Предложенное в работе [8] устройства очень подобно нашегому, однако в этой работе также автономность необеспечено. Кроме того выходной напряжения низкое, в цепи ИС использовано внещный источник электрического питания. Кроме того в данном устройстве [8] использован режим импульсного питания.
В работе [9] предложено способ изготовления фотогенераторе работающий на основе аномального фото вольтаическогоэффекта. Однако на этом работе закономерности поглощения, ображения и пропускание света по средством полупроводника не учтено. Поэтому согласно современной теории фотоэффекта результаты предложенное в работе [9] на практика (экспериментально) не реалызуется, теория АФН эффекта отризацет результатов предложенного способа [9]. Основное достоинство и отличие нашего устройстве является использования в качестве (источника питания) источника тепла человечского тела ТЧТ. С помощью ТЧТ получается большие электрические поля. Использую данного устройства можно создать различные миниатюрные приборы индувидуального назначения не требующие источников электрической энергии.

Проект формулы изобретения
Устройства для получения больших электрических полей использовано тепла человеческого тела (ТЧТ). Через тепло носитель ТЧТ поступает на термоэлектрический элемент (термоэлемент), там под действием тепловозникает термоэлектрический ток. Термоэлектрический ток посредством электрического контура паступает в светаизлучаюший диод (СД). Светаизлучающий диод представляет собой световой генератор с электрическим питанием световой поток через оптический канал передается на специальный фотоприемник АФН, там световой сигнал преобразуется на большой электрический потенциал. АФН фотоприемник, является электрический генератор с оптическим питаныем. В АФН-фотоприемнике первичным процессом является фототок. Фототок проходя через высокоомное сопротивление АФН-фотопрёмника из аномально высокое фотонапряжения. Поэтому АФН-фотоприемнике как источник высокого напряжения работает только на высокомную диэлектрическую нагрузку. Потому она является источниками больщых электрических полей. Так в целях АФН-фотопрёмников в порядке 
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